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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРООПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВІТЛОДІОДІВ 

ФОСФІДУ ГАЛІЮ В УМОВАХ ВИСОКИХ РІВНІВ ІНЖЕКЦІЇ 
 
Досліджувалась електролюмінесценція зелених діодів фосфіду галію, легованих азотом. При 

низьких температурах (Т ≤ 90 К), на вольт-амперних характеристиках, виявлено область від’ємного 
диференційного опору, причиною виникнення якого може бути перерозподіл рекомбінаційного 
струму між каналами анігіляції на ізольованих атомах азоту та на парах NN1. 
Ключові слова: фосфід галію, електролюмінесценція, екситон, від’ємний диференційний опір. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДОВ 

ФОСФИДА ГАЛИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ИНЖЕКЦИИ 
 
Проведено исследование электролюминесценции зеленых диодов фосфида галия, легированных 

азотом. При низких температурах (Т ≤ 90 К), на вольт-амперных характеристиках, обнаружена 
область отрицательного дифференциального сопротивления, условием возникновения которой может 
быть перераспределение рекомбинационных потоков между каналами аннигиляции на 
изолированных атомах азота и аннигиляционным каналом на парах NN1. 
Ключевые слова: фосфид галлия, электролюминесценция, экситон, отрицательное 

дифференциальное сопротивление. 
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PECULIARITIES OF ELECTROOPTICAL CHARACTERISTICS OF GALLIUM PHOSPHIDE 

LIGHT-EMITTING DIODES IN HIGH INJECTION LEVEL CONDITIONS 
 
Electroluminescence of green N-doped gallium phosphide light-emitting diodes was studied. The 

negative differential resistance region in the current-voltage characteristics was found at low temperature 
(Т ≤ 90 К). Possible reason of this phenomenon is the redistribution of recombinational flows between 
annihilation channels on isolated nitrogen atoms and annihilation channel on the NN1 pairs. 
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